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1. 背景と目的  近年，多くの金属窒化物が合成され，物性研究が行われているが，スズの窒

化物に関しては解明されていない部分が多い．これまで，スパッタリングなどのドライプロセス

により，スピネル型構造の窒化スズ(Sn3N4)が生成可能であり，n 型半導体特性を示すことが報告

されている．筆者らは，反応性スパッタリングにより，基板温度 400～450℃において，閃亜鉛鉱

型構造の窒化スズ(SnN)を生成することに成功した．しかし SnN 相は，上記のように比較的高く

狭い温度領域でしか生成されない．そこで本研究では，斜め堆積法の適用に伴う微細構造化が，

SnN の成長温度を低温化させる可能性を調査するとともに，基板温度によって，斜め堆積法に由

来する微細構造が受ける影響を明らかにすることを目的とする． 

2. 実験方法  窒化スズ薄膜は，RFマグネトロンスパッタリング装置を用いて堆積した．ガラ

ス基板を洗浄し，ターゲット法線に対して 85度の角度で基板ホルダーに設置した後，成膜装置内

を真空排気し，N2ガスを 0.3 Pa の圧力まで導入した．RF出力 75 Wを金属 Snターゲットに印加

し，所定の時間成膜を行った．基板温度の制御には，ランプヒーターを用いて表面側から基板加

熱した．作製膜に対し，XRD及び SEMにより結晶性及び微細構造の評価を行った． 

3. 結果及び考察  全ての作製膜の XRDプロファイルから，粉末図形の強度比とほぼ一致した

Sn3N4 の回折パターンが見られることから，優先配向性の低い多結晶であることがわかる．一方，

非加熱(~90℃)の薄膜以外からは，SnN の回折ピークが確認で

きた．このことから，450℃を大きく下回る基板温度で，SnN

結晶相を形成できる可能性が示された．図 1に，作製膜の断面

SEM 画像を示す．非加熱条件では，一般的な斜め堆積膜と同様，

原料流束方向に柱状結晶が傾いて成長しているが，気相中の散

乱のため，自己遮蔽効果が十分でなく，柱状晶間の空隙がほとん

ど見えない．一方，基板温度を上昇させて堆積した薄膜では，離

散的柱状構造が形成されていることが明瞭に観察できる．しかし，

原料流束方向とは全く異なる方向に，離散的な柱状構造が成長し

ている．このことから，離散的柱状構造を形成する要因が，自

己遮蔽効果以外に存在することが示唆される． 

非加熱(~90℃)

170℃

原料流束方向

 

図 1 斜め堆積窒化スズ膜の断面

SEM 画像．(a) 基板温度 170℃，

(b) 非加熱(~90℃)． 
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